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※研究概要（Summary ）： 

光電場の偏光方向がビームの断面内で一様でない、

いわゆる「ベクトル偏光ビーム」を出射させるための

近赤外波長用光導波路の作製技術を開発する。平面光

導波路型導波路から基板垂直方向にスポット直径

10m 程度の光を取り出すためには、下部基板を石英

とした場合、厚み約 1m, 屈折率 1.9 前後のコア材料

が必要である。このために Si3N4 膜を用いる。また

EBリソグラフィ時の導電性確保とRIE時のマスク用

に,WSi 系のメタル膜も用いる。本課題ではこれらの

膜材料の形成・加工技術の確立を目指す。 

 
※実験（Experimental）： 

(1)スパッタリング及び CVD による Si3N4の成膜 

Si3N4 膜の成膜レート及び波長 1000～2000nm で

の光学損失と屈折率を把握する目的で、住友精密製

PE-CVD 装置、及び芝浦メカトロニクス製スパッタ

装置の 2 種類の装置を用いて成膜実験を実施した。 

(2)スパッタリングによる WSi 膜の成膜 

上記のSi3N4膜に光導波路パターンを形成するのに

EB 描画と RIE を用いる。この RIE 用のマスクとし

て WSi 膜をスパッタで形成した。成膜には上述した

芝浦メカトロニクス製のスパッタ装置を用いた。 

 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

(1)Si3N4膜の屈折率と光学損失 

白色光源と分光器を用いて計測した成膜後基板の

透過スペクトルから、膜の損失と屈折率を評価した。

その結果、CVD 法による膜の損失は可視から波長

2000nm にわたる全域でほぼ無視できる値であった。

一方スパッタ法による膜では可視域に損失が見られ

たものの、波長 800nm 以上でほぼ透明であった。ま

た屈折率は両膜とも、波長 1500nm 近傍で約 1.825 で

あった。成膜所要時間を勘案し、今後は CVD 装置を主

に使用することとした。 

(2)WSi 膜の成膜条件 

事前検討で、溶融石英基板を深さ300nm程度までRIE

で切削するのに必要な WSi の厚みは約 20nm であるこ

とが分かっていた。これを参考にいくつかの厚みの膜試

料を作製してRIEを施し、その結果, 厚みが約 100nm(rf

電力 300W×10 分)であれば厚み 1m の Si3N4膜の RIE

に耐えることが判明した。またこの WSi 膜を SF6 ガス

で完全除去するのに必要な RIE の条件も確定させた。 

 
※その他・特記事項（Others）： 

光導波路のコア材料である Si3N4の成膜装置と成膜条

件が確定したので、今後は光導波路パターンの EB 描画

及び RIE を実施し、ベクトルビーム形成用導波路試料の

試作を実施する予定である。 
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